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設備貸与制度
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設備投資なら、財団の割賦販売･リース
設備貸与（割賦販売・リース）制度〈小規模企業者等設備貸与制度〉
企業の方が必要な設備を導入する際、財団がご希望の設備を
メーカーやディーラーから購入し、 その設備を長期かつ低利で
「割賦販売」または「リース」する制度です。
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原則、従業員２０人以下（ただし、商業・サービス業等は、５名以下）の企業ですが、最大５０名以下の方も利用可能です。

**個人創業１ヶ月前・会社設立２ヶ月前～創業５年未満の企業者（創業者）も対象です。
機械設備・プログラム等（中古の機械設備及び土地、建物、構築物、賃貸借用設備等は対象外）

１００万円～８,０００万円／年度まで利用可能です。（消費税込み）

原則1名（法人企業の場合は代表者、個人事業の場合は申込者本人以外の方）でお申し込みできます。

７年以内（償還期間）（ただし、法定耐用年数以内） ３～７年（法定耐用年数に応じて）

年２．５０％（設備価格の１０％の保証金が契約時に必要です） 3年 2.990％　４年 2.296％　5年 1.868％　６年 1.592％　7年 1.390％

設備投資の際は、是非一度お問い合わせください。

お問い合わせ先

（公財）京都産業２１ 事業推進部 設備導入支援グループ　TEL.075-315-8591  FAX.075-323-5211  E-mail：setubi@ki21.jp

創業・経営基盤の強化・経営の革新に必要な機械・設備の導入を支援します。

お支払いシミュレーション ・ご利用のご案内
財団HPにてご利用できます。設備金額を入力すると、毎月のお支払金額が表示されます。

■お支払シミュレーション■　
月賦・半年賦・リースご利用の際の毎月のお支払いをご自由に試算頂けます。
http://www.ki21.jp/business/setubi/simulation/

■ご利用のメリットと導入効果
　●信用保証協会の保証枠外でご利用できます。 
　●金融機関借入枠外でご利用できます。 
　　→運転資金やその他の資金調達に余裕ができます。 
　●割賦損料率・リース料率は固定 
　　→安心して長期事業計画が立てられます。 先行投資の調達手段として有効です。 

研究報告

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

図１ チャープ補償による光パルス圧縮結果

 はじめに

　テラヘルツ波の計測には、テラヘルツ波をフーリエ変換す
ることにより電磁波のスペクトルが得られる時間領域分光法
がよく用いられています。この方法は、テラヘルツ波の時間応
答を計測することから、振幅と位相の両方の情報が得られる
というメリットがあり、特にテラヘルツ波帯域の材料評価には、
複素屈折率・誘電率が得られることから、テラヘルツ波におけ
るエリプソメトリーや複素誘電率評価に用いることができま
す。本研究におきましては、テラヘルツ波技術に取り組もうと
されるときに、簡易的・ローコストでの時間領域分光法を構築
するために、高速光パルスの小型化・低価格化に向けた試行を
行いました。

 テラヘルツ波計測ステーションの構築

　今回発生した高速光パルスにより、時間領域分光法に基づく
計測構成として、図2に示すとおりテラヘルツ波計測ステーショ
ンの構築を試みました。半導体レーザーを光源として、分散補
償ファイバ、光カプラ等を用いて全て光ファイバで構成し、テラ
ヘルツ送受信用の光伝導プローブにより空間伝送可能として
います。しかし、テラヘルツ波の送受信はまだ確認できておら
ず、今後光学系の最適化、光パルスのピークパワーの向上を図
りたいと考えております。

 チャープ光パルスの分散補償の検討

　半導体レーザーのゲインスイッチング光パルス駆動手法に
より発生した高速光パルスは、短波長側が早く、長波長側が
遅く進むレッドシフトチャープと呼ばれる状態で発振すること
から、発生した光パルスを分散補償ファイバでチャープ補償
することで、本来有する最も速い応答パルス（フーリエ限界パ
ルス）に近づけることが可能です。このチャープ補償量は、連
続波動作時からゲインスイッチング動作をしたときの光スペ
クトラムの広がりからフィードバックすることで決定されま
す。今回の構成では分散補償前後において、図１に示すとおり
15ps以上のゲインスイッチング光パルスの圧縮を確認する
ことができました。

テラヘルツ波光源のための半導体レーザー制御技術の
可能性調査研究（Ⅱ）
応用技術課　安達 雅浩

テラヘルツ波計測ステーション外観

図2 テラヘルツ波計測ステーション


